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窒化物半導体は AlNの 200 nm付近から GaNの 360 nm付近まで AlNモル分率を制御する

ことによって、光励起のよるレーザ発振が多くのグループから報告されている。しかし、

Mg 添加による高 Al 組成・高正孔濃度 p 型 AlGaN を実現することが難しいため通常のエッ

ジエミッティング型レーザの発振波長は 326 nmにとどまっている。最近、紫外 LEDの分野

では分極ドーピングという手法が研究されており、本グループでも組成傾斜 AlGaN を用い

ることによって、室温で高い正孔濃度が得られることや紫外 LED の高性能化に有用である

ことを報告してきた。本報告では、280 nm帯の活性層を用いて、組成傾斜構造を用いたクラ

ッド層を光励起法によって系統的に評価したのでその結果に関して報告する。 

図 1に試料構造図を示す。c面サファイア基板上に AlN層, Al0.5Ga0.5Nガイド層(75 nm), 5

周期のAl0.35Ga0.65N (2 nm)/Al0.5Ga0.5N(9 nm)量子井戸活性層, Al0.5Ga0.5Nガイド層(90 nm)を積層

後、3 種類の上部クラッド層（~100nm）を持つ構造を積層した。本研究では、上部 AlGaN

クラッド層の AlN モル分率を 0.70 から 0 および 0.7 から 0.35 まで気相比を線形的に変化さ

せることによって組成傾斜構造クラッドを作製した。また比較のために、Al 組成 0.55 のク

ラッド層を積層した。図 2に各試料の光励起による発光強度の励起パワー密度依存性を示す。

各サンプルの発振波長は約 280nmであり、組成傾斜を入れていないサンプルでは 40 kW/cm2

程度と低い閾値パワー密度で発振しており、組成傾斜を入れたサンプルはどちらも 80 

kW/cm2程度であった。また、偏光特性は明確な TEモードであった。以上から、組成傾斜構

造でも低閾値でのレーザ発振が確認できた。光閉じ込め係数や光学利得測定の結果に関して

は当日報告する。 
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図 2 発光強度と励起パワー密度依存

性 

図 1 試料の構造図 
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